
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18725— 83 

(СТ СЭВ 299— 76)

Издание официальное

Е

CL

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР 

М ос и ■•

кружевные блузки

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


УДК «21.3S2.S2 : 006.354 Групп* Э20

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

Общие тевмичесике условия

Integrated circuits. 
General specifications |CT СЭ8 299—76)

18725—83

ГОСТ

ОКП 63 3000

Срои действия с 01.01.8S 
до B1.01.0S

Настоящий стандарт распространяется на интегральные микро­
схемы производственно-технического назначения и народного пот­
ребления (далее микросхемы), изготовляемые для народного хо­
зяйства и экспорта, используемые в электронной аппаратуре в  ка­
честве элементов монтажа.

Микросхемы изготовляют н климатических исполнениях УХЛ 
категорий 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; 4.2; 5.1 и В категорий 1; 1.1; 2; 2.1; 
3.1; 4; 4.2; о; 5.1 по ГОСТ 15150-69.

Стандарт не распространяется на бескорпусные микросхемы.
Микросхемы, изготовляемые для экспорта, должны соответст­

вовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 23135—78.
( И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я ,  И зм . №  1, 3 ) .

1.1. Микросхемы должны изготовляться в соответствии с тре­
бованиями настоящего стандарта и стандартов или технических 
условий на микросхемы конкретных типов по рабочим чертежам 
и технической документации, утвержденной в установленном по­
рядке.

Издание официальное 
Е

Настоящий стандарт ме может быт» полностью и пи частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

V) Издательство стандартов, 1983 
© Издательство стандартов, 1991

Переиздание с изменениями



ГОСТ 18725—83 С. 2

1.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
12 1. Габаритные и присоединительные размеры микросхем 

должны соответствовать ГОСТ 17467—88.
Общим вид и установочные размеры должны соответствовать 

чертежам, приведенным в стандартах или технических условиях 
на микросхемы конкретных типов.

Микросхемы, предназначенные для автоматизированной сборки 
(монтажа) аппаратуры, должны соответствовать нормативно-тех­
нической документации, утвержденной в установленном порядке.

Для микросхем, предназначенных для автоматизированной 
сборки (монтажа) аппаратуры, а стандартах млн технических ус­
ловиях (далее ТУ) на микросхемы конкретных типов должен быть 
указан номер конструктивно-технологической группы и конструк­
тивное исполнение но нормативно-технической документации, ут­
вержденной в установленном порядке.

Покрытии выводов, предназначенных для пайки, не должны 
иметь просветов, через которые просматривается основной металл, 
коррозионных поражений, пузырей, отслаивания и шелушения. 
Допускается отсутствие покрытия на торцах выводои.

(Измененная редакция, Иэм. ЛЬ I, 3).
1.2.2. Внешний вид микросхем должен соответствовать образ­

цам внешнего вида и их описаниям, утвержденным ь установлен­
ном порядке.

Описания должны прилагаться к стандартам или техническим 
условиям на микросхемы конкретных типов и высылаться потре­
бителю.

1.2.3. Масса микросхем не должна превышать значений, уста­
новленных в стандартах или технических условиях на микросхе­
мы конкретных типов.

1.2.4. Микросхемы должны быть герметичными.
Показатель герметичности микросхем, имеющих внутренние

объемы, по скорости утечки газа нс должен быть более:
5-10~3 Па-см3/с (5 -10 '5 л-мкм рт. ст./с) — для микросхем 

внутренним объемом до 1 см3;
5 1 0 “- Па-см3/с ( 5 - 1 0 л-мкм рт. ст./с)— для микросхем 

внутренним объемом более 1 см3.
Конкретные значения показателя герметичности указывают и 

стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных 
типов.

1.2.5. Выводы микросхем должны выдерживать без механиче­
ских повреждений воздействие следующих механических факто­
ров:

растягивающей силы, направленной вдоль оси вывода. Значе­
ние растягивающей силы — по ГОСТ 25467—82;

изгибающей силы — для гибких лепестковых, ленточных и про­
волочных выводов. Минимальное расстояние места изгиба b u b o -
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да от корпуса указывают в стандартах или технических условиях 
на микросхемы конкретных типов.

1.2.4, 1.2.5. (Измененная редакция, Изм. АЪ 3).
1.2.6. Выводы микросхем должны обеспечивать способность их 

пайки при температуре (235±5)°С, (270d:10)oC или (350±10)°С.
Микросхемы должны выдерживать воздействие тепла, возни­

кающего при температуре пайки (260^5)СС или (350±Ю)°С. 
Конкретное значение температуры пайки, расстояние до корпуса 
и продолжительность пайки указывают в стандартах или техни­
ческих условиях на микросхемы конкретных типов.

Выводы микросхем, подлежащие электрическому соединению 
пайкой, должны сохранять способность к майке не менее 12 мес 
без дополнительной обработки.

(Измененная редакция, Изм. AJ I, 3).
1.2.7. Наружные металлические поверхности микросхем долж­

ны быть коррознонностойкнми в условиях хранения и эксплуата­
ции, установленных настоящим стандартом и стандартами или 
техническими условиями на микросхемы конкретных типов.

1.2.8. Стекло (керамика) и спаи стекла (керамики) с метал­
лом должны быть механически прочными и термически стойкими.

1.2.9. Наружные неметаллические покрытия и маркировка дол­
жны быть устойчивы к воздействию спиртобензнновой смеси.

1.2.10. Обозначение выводов должно соответствовать электри­
ческой схеме, приведенной в стандартах или технических услови­
ях на микросхемы конкретных типов.

1.2.11. Микросхемы должны быть трудногорючими. Микросхе­
мы нс должны самовоспламеняться и воспламенять окружающие 
их элементы при воздействии аварийных электрических перегру­
зок. Аварийный электрический режим указывают в стандартах 
илн технических условиях на микросхемы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.3. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м  

и р е ж и м а м
1.3.1. Электрические параметры микросхем устанавливают а 

стандартах пли технических условиях на микросхемы конкретных 
типов.

Микросхемы третьей и более высоких степеней интеграции 
должны выполнять свои функции в соответствии с таблицами ис­
тинности (таблицами состояний и (или) системой команд или 
микрокоманд, диаграммой состояний и т. и.), приведенными в 
стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных
ТИПОВ,

(Измененная редакция, Изм. № I).
1.3.2. Электрические параметры микросхем в течение наработ­

ки при условии их эксплуатации в режимах и условиях, указан-
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ных в настоящем стандарте и в стандартах или технических усло­
виях нй микросхемы конкретных типов, должны соответствовать 
нормам, установленным в стандартах или технических условиях 
на микросхемы конкретных типов.

1.3.5. Электрические параметры микросхем в течение срока со­
храняемости при хранении их в условиях, указанных в настоят- 
щем стандарте и в стандартах или технических условиях на мик­
росхемы конкретных типов, должны соответствовать нормам, ус­
тановленных! в стандартах или технических условиях на микросхе­
мы конкретных типов.

1.3.4. Значения предельно допустимых электрических режимов* 
эксплуатации микросхем в диапазоне температур должны соот­
ветствовать нормам, установленным в стандартах или техничес­
ких условиях на микросхемы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3.5. Номинальные значения питающих напряжений микро­

схем и отклонения от номинальных значений должны выбираться 
из ряда но ГОСТ 17230—71 Конкретные значения должны быть 
указаны в стандартах или технических условиях на микросхемы 
конкретных типов.

1.4. Микросхемы должны быть механически прочными и со­
хранять свои параметры в процессе и после воздействия на них 
механических нагрузок в соответствии с табл. I.

Т а б л и ц а  1

Внешний воздействующий факте* Значение здешнего воудсЯег пующего фамдан

Синусоидальная вибрация; 
диапазон частот. Га 1-2000
амплитуда ускорении, м/с1 ( g ) , 
.Механический удар одиночного действия.

■200 (20)

пиковое ударно^ ускорение, м/с1 (g) 1500 (150)
дделч-лькость действия ударного ускорения, мс 0,1—2,0
.Механический удар многократно!© действия: 
пиковое ударное ускорение, м/с1 (я) 1300 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс 1 5
Линейное ускорение, м/с1 (g) 5000 (500). 10000 

(1000). 20000 (2000'
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
1.5. Т р е б о в а н и я к у с т о й ч и в о с т и  пои  к л и м а т и ­

ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х
1.5.1. Микросхемы должны быть устойчивы к климатическим 

воздействиям и сохранять свои параметры в процессе и not*-.- 
воздействия на них следующих климатических факторов:

* I 1р<*лс.тьио допустимый электрический режим эксплуатации — режим in- 
неценна, а пределах которого изготовитель обеспечивает работоспособность мл 
кросхемы о условиях эксплуатации в течение наработки, установленной в 7. 
ил» технических условиях на микросхемы конкретных тялоп
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а) пониженной рабочей температуры среды, выбираемой из 
ряда: минус 10, минус 25, минус 45, минус 60°С и пониженной 
предельной температуры среды минус 60Х;

б) повышенной рабочей температуры среды.
“С, выбираемой из ряда: 70. 85. 100, 125;
повышенной предельной температуры среды, °С,
выбираемой из ряда: ' 85, 100, 125, 125;

в) изменения температуры среды в пределах от повышенной 
предельной температуры среды до пониженной предельной тем­
пературы среды;

г) относительной влажности не более 98% при температуре 
35еС без конденсации влаги;

д) атмосферного пониженного давления 26664 Па (200 мм 
рт. ст.);

е) атмосферного повышенного давления до 294199 Па 
(3 кгс/смг).

Примечания:
1. Для тсцлопыдслиххних микросхем в стандартах или технических усдови- 

мх иа микросхемы конкретных типов указывают предельно допустимую темпе­
ратуру верхней со стороны монтажа поверхности корпуса (теплоотвода).

2. В стандартах м и  технических условиях на микросхемы конкретных типов 
(»•> согласованию с основным потребителем допускается устанавливать иные 
значения пониженной и повышенной (но не менее плюс 55’С) рабочей темпе- 
piTypM среды, обусловленные условиями применения микросхем.

1.5.2. Микросхемы исполнения В должны быть устойчивы к воз­
действию повышенной влажности воздуха (длительное воздейст­
вие), соляного тумана и среды, зараженной плесневыми грибами.

1.5.1. 1.5.2. (Измененная редакция, Мзм. Лг I, 3).
1.6. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
1.6.1. Требования к надежности — по ГОСТ 25359—82 и на­

стоящему стандарту
1.6.1.1. Наработку микросхем н режимах н условиях, установ­

ленных настоящим стандартом к техническими условиями, долж­
на быть не менее 25000 ч для гибридных микросхем и не менее 
50000 ч — для остальных микросхем, а в облегченных режимах, 
которые приводят в Т.У, — не менее 40000 и 60000 ч соответствен­
но. Конкретное значение устанавливают в стандартах или техни­
ческих условиях па микросхемы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. Мт 1).
1.6.1.2. Интенсивность отказов и течение наработки не должна

быть более значений, ныбнраемых из ряда: 1-10 б; 5-10
3-10~? l /ч к далее по ГОСТ 25359—82. Конкретное зничепис ин­
тенсивности отказов устанавливают в стандартах или технических 
условиях на микросхемы конкретных типов.

1.6.2. Гамма-процентный срок сохраняемости микросхем при 
хранении их и условиях, установленных ГОСТ 21493--76, должен
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выбираться из ряда: 6; 8; 10 лет при заданной вероятности 
у —05%. Коньретног значение устанавливают в стандартах или 
технических условиях на микросхемы конкретных типов.

1.6.3. Интенсивное!и отказов микросхем, поставляемых для 
комплектации телевизионных приемников, подтверждаемая по ре­
зультатам периодических испытаний, должна быть не более:

/.„=3-10 8 t /ч.
(Введем дополнительно, Изм. ЛЬ 3).
1.7. Обозначение микросхем при заказе и в конструкторской 

документации должно состоять из слова «Микросхема», условно­
го обозначения типа (типоиоминала), буквы В для микросхем 
всехлиматмческого исполнения и обозначения стандарта или тех­
нических условий на микросхемы конкретных типов.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я :
Микросхема К174ЛФ1А В ТУ . . .

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1 ).

2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Т р е б о в а н и я  к о б е с п е ч е н и ю  и к о н т р о л ю  
к а ч е с т в а  в п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а

2.1.1. Общие требования
2.1.1.1. На продириятнн-нзготовителс должны действовать до­

кументы, устанавливающие:
а) порядок обучения и аттестации производственного персона­

ла, участвующего в изготовлении и контроле качества микросхем 
по всему технологическому процессу;

б) порядок проверки производственного оборудования, перио­
дичность проверки н, в необходимых случаях, методы его про­
верки;

в) порядок проверки выполнения требований, предъявляемых 
к производственным помещениям н рабочим местам (запылен­
ность, влажность, температура, агрессивные среды);

г) порядок проверки технологического процесса;
А) порядок учета, хранения, обращения конструкторской и тех­

нологической документации,
е) порядок и методы входного контроля поступающих мате­

риалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий;
ж) порядок проведения анализа дефектных микросхем и осу­

ществления мероприятий по устранению причин их появления;
з) порядок организации анализа и учета технологических по­

терь и производстве;
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и) порядок анализа рекламаций и согласования мероприятий, 
внедряемых d производство по результатам анализа.

2.1.1.2. Конструкторская и технологическая документация, по 
которой изготовляют микросхемы, а также все изменения этой 
документации должны оформляться в соответствии с действующи­
ми системами конструкторской и технологической документации.

2 1.1.3. На предприятии-изготовитсле на этапах разработки, 
освоения и производства микросхем должны действовать про­
граммы обеспечения качества.

2.1.1.4. Изготовление микросхем на предприятии следует про­
водить по аттестованной технологии в соответствии с нормативно­
технической документацией.

2.1.1.3, 2.1.1.4. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
2.1.1.5. В конструкторской (технологической) документации, 

при необходимости, должна быть приведена фотография сборки 
микросхемы до герметизации. На фотографии должна быть ука­
зана кратность увеличения. Размер фотографии должен быть не 
менее 18X24 см. При необходимости фотография может быть 
цветной.

2.1.1.6. При производстве микросхем, поставляемых по настоя­
щему стандарту, не допускается исправлять царапины и разомк­
нутые металлизированные дорожки привариванием проволоки или 
ленты. На контактных площадках кристалла допускается прово­
дить повторную сварку на свободную от первой сварки часть 
контактной площадки, при этом сварное соединение по усилию 
отрыва должно отвечать требованиям нормативно-технической до­
кументации, утвержденной в установленном порядке. Допускается 
не более 10% повторных соединений от числа выводов микросхем 
с округлением до ближайшего целого числа.

П р и м е ч а н и я :
1 Для гибридных микросхем 3-й и более высокой степеней интеграции до- • 

пускается при сборке микросхем однократная замена дефектных компонентов. 
Методика замены и число заменяемых компонеятн» должны быть указаны в 
технологической документации.

2. При сборке гибридных микросхем 1 и 2-й степеней интеграции допуска­
ется по согласованию с отделом технического контроля к Госирпенкой (при ее 
наличии) однократная замена не более двух активных элементов, что указывают 
в технологической документации (далее — ТД).

2.1.1.5, 2.1.1.6. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.1.1.7. К выполнению наиболее ответственных технологичес­

ких и контрольных операций (присоединение выпою», герметиза­
ция, визуальный контроль н др.), перечень которых четананлива- 
ют в технологической документации, должны допускаться только 
аттестованные рабочие и контролеры, имеющие соответствующий 
квалификационный разряд.

2.1.1.8. Меры защиты от воздействия статического электриче­
ства должны соответствовать требованиям нормативно-техничес­
кой документации.
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2.1.1.9. Обобщенные данные по проценту выхода годных мик­
росхем, среднему значению контролируемых параметров микро­
схем и основным* видам дефектов предприятие-изготовитель пред­
ставляет головным организациям министерств-потребителей по их 
запросам.

2.1.1.7—2.1.1.9. (Введены дополнительно, Изм. ЛЬ 1).
2.1.2. Требования к изготовлению микросхем
2.1.2.1. Изготовление микросхем всех типов, входящих в одну 

серию и выпускаемых на различных предирнятнях-изготознтелях, 
должно производиться по единой конструкторской документации, 
а также по единой технологической документации на основные 
технологические процессы.

Перечень основных технологических процессов, а также основ­
ных применяемых материалов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий разрабатывает предприятие—держатель подлинников. Д о­
пускается применение различного оборудования для выполнения 
одинаковых технологических операций при обеспечении им задан­
ного технологической документацией режима.

Перечень основных технологических процессов изготовления 
микросхем согласовывают с 1'осприемкой (при ее наличии) и ус­
танавливают и ТД.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.1.2.2. В составе технологического процесса должны быть 

предусмотрены 100%-ные отбраковочные испытания микросхем в 
соответствии с табл. 1а.

Т а б л и ц а  1а

Вид испытдпвя

I. Визуальный контроль кристаллов 
(кроме гибридных микросхем) 

Визуальный контроль сборки перед 
герметизацией (кроме сборок по мето­
ду перевернутого кристалла)

2 Термообработка для стабилизации 
параметров, 

перед герметизацией

после герметизации

3. Испытание на воздействие иэмспе- 
инй температуры среды

4. Испытание на воздействие линейно 
го ускорения (кроме микросхем моно­
литной конструкции)

Мстог *  jrc«inirn п>г>оедееи» р̂ мтани-»

Увеличение 50х 

Увеличение 16—32*

48 ч; 415ITC (ь8 5  С — лля гибрид­
ных микросхем)

24 ч; повышенная температура сре­
ды. установленная в ТУ на микро­
схемы, тпчов

От минус 60"С до повышенной 
предельной температуры среды, ус­
тановленной а ТУ на микросхемы 
конкретных типов, по пс менее 
485 С; 10 циклов

200000 м/с1 (20000 /?);
100000 м/с* (10000 g)  — для гибрид­
ных микросхем
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Продолжение табл, /а

Вия ж  гг и  пин*

5. Проверки герметичности (кроме 
микросхем монолитной конструкции)

6. Измерение статических параметров 
при нормальных климатических услови­
ях

7. Эдсктротсрмотремировка

8. Электрические испытании
8 1. Проперкз статических параметров 

при:
нормальных Климашчесхнх услови­
ях
пониженной рабочей температуре 
среды (кроме я- и р-канадьной и 
КМОП технологии) 
повышенной рабочей температуре 
среды

8.2. Проверка динамических парамет­
ров при нормальных климатических ус­
ловиях

8.8. Функциональный контроль (Дли 
микросхем третьей « выше степеней ин­
теграции) при иовышенпой рабочей тем­
пературе среды н иаихудшит сочетани­
ях питающих напряжений

9. Контроль внеинито вида

Мстил и усиоаяю проам м н в 
гспытгиия

Малые темн 
Бодмине течи
11</ методам. установленным в ТУ

168 ч. 125'"С; электрический режим 
указывают а ТУ иа иикр1>схсми коп- 
К,3.*Г1Ы\ п ш ов

Устанавливают в ТУ па мнхросхемы 
КОЛЧрсТНЫХ типов 
То же

*
Устанавливают в ТУ на микросхемы 
конкретных типов

Устанавливают в ТУ на микросхе­
мы конкретных топов

П«> нормативно-технической доку- 
<№|Ггацкк. утвержденной в установ­
ленном порядке

II рн м ей а н км:
1. Для микросхем, имеющих внутренние полости, герметизацию которых 

осуществляют заливкой или склеиванием полимерными материалами. допускает­
ся вместо проверки герметичности П|м>водить проверку качества уплотнения по 
методу, указанному в стандарте на методы испытаний.

2. В технически обоснованных случаях допускается совмещение функцио­
нального контроля с проверкой электрических параметров.

3. Для микросхем с корпусами несом более 5 г или с размером периметра 
внутренней полости корпуса более Б1 мм вместо испытаний иа воздействие ли­
нейного ускорения проводят технологический контроль прочности внутренних 
соединений методом, установленным в технических условиях. Для микросхем с 
внутренними соединениями, выполненными алюминиевой мнкропроволокой. допу­
скается а место испытаний на воздействие линейного ускорении проводить йены- 
точке методом, согласованным с основным потребителем.

4. В технически обосозанных случаях, что определяется в процессе раз- 
работки, подтверждается в течение 2 лег серийного производства и устанавли­
вается з  технических условиях на конкретные типы микросхем до согласова­
нию с основным потребителем, вместо проверки статических параметров при 
повышенной и пониженной рабочей температуре среды (и функционального кон­
троля при повышенной рабочей температуре среды для интегральных схем р-, 
л-ханальпых л КМОП-тсхнологпЙ) проводят проверку статических параметров н



гост im j—м с. ю

функциональный контроль при нормальных климатических условиях по норма* 
и режимам, обеспечивающим установленные значения параметров н функциони­
рование при повышенной (пониженной) температуре среды.

5. Для микросхем, имеющих перегрев иа клнсталле, злектротермотренировку 
(далее — ЭТТ) проводят при тахой температуре онружающей среды, при которо* 
температура кристалла будет в пределах 145—150^С. но не ниже повышенной 
рабочей температуры окружающей среды в соответегнин с ТУ на микросхемы 
конкретных типов Длительность ЭТТ следует определять периодом приработки, 
после которого прекращаете* отход дефектных изделий, в соответствии с ксгоди- 
кей, приведенной з приложении, п выбирают из ряда: 0, 24, 48. 72, 96. 120, 144, 
1G8 ч и указывают в ТД. Для микросхем, идущих иа комплектацию телевизион­
ных приёмников, определение длительности ЭТТ проводят по специальной мето­
дике. согласованной с основным потребителем.

Для микросхем, требующих первоочередных мероприятий по повышению на­
дежности. номенклатура которых согласована с основным потребителем, дли­
тельность ЭТТ устанавливают нс менее 168 ч.

Для вновь освоенных микрасхех! в течение первою года серийного выпуск* 
длительность ЭТТ устанавливают 168 ч. Допускается устанавливать другу» дли­
тельность ЭТТ по согласованию с основным потребителем и Госприемкой (при 
се наличии)

6. Допускается выборочный визуальный контроль сборки перед герметиза­
цией при автоматизированной сборке микросхем, что указывают в ТД.

7. Допускается для микросхем в корпусах, имеющих внутренние полости, 
крметизирусмых пайкой (сваркой), при испытаниях на воздействие изменения 
температуры среды проводить 5 циклов.

8. Допускается вместо ЭТТ, по согласованию с основным потребителем н 
Госприемкой (при ее наличии), использовать диагностические методы отбраков­
ки потенциально ненадежных микросхем, эффективность которых не хуже ЭТТ.

9. Допускается для гибридных, ммтозлектронных микросхем н микросхем 
памяти на цилиндрических магнитных доменах ЭТТ проводить при повышенно# 
рабочей температуре среды, установленной в ТУ иа микросхемы конкретных ти­
пов.

10. ЭТТ не проводят дл.ч микросхем памяти, программируемых потребите­
лем.

(Измененная редакция. Изм. № 1, 2, 3, 4).
2.1.2.3. Изменения в конструкторскую и технологическую до­

кументацию, приводящие к изменению норм и требований в стан­
дартах или технических условиях на микросхемы конкретных ти­
пов, вносят только после получения положительных результатов 
типовых испытаний путем утверждения и установленном порядке 
решения о внесении соответствующих изменений в стандарты или 
технические условия иа микросхемы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. М 3).
2.1.2.4. Изменения в конструкторской и технологической доку­

ментации, не приводящие к изменению параметров, должны быть 
согласованы с техническим контролем.

На предпрнятнях-нзготоннтелях изменения в технологической 
документации па основные технологические процессы производят 
по согласованию с предприятием — разработчиком микросхемы и 
предприятием— держателем подлинника технолог:.ческой доку­
ментации.

При необходимости внесения изменений изготовитель должен
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предъявлять техническому контролю документы, подтверждающие 
целесообразность и возможность предлагаемых изменений. Если 
при рассмотрении этих документов возникают сомнения в полу­
чении ожидаемых результатов, проводят типовые испытания. По 
результатам типовых испытаний принимают согласованное реше­
ние по внесению изменений.

Изменения н конструкторской и технологической документа­
ции, приводящие к изменению параметров, проводят в установ­
ленном порядке по согласованию с отделом технического контро­
ля, предприятием—держателем подлинников конструкторской и 
технологической документации к основным потребителем н Гос- 
приемкой (при ее наличии).

(Измененная редакция, Иэм. ЛЬ I, 3).
2.1.2.5. Микросхемы в процессе производства должны сопро­

вождаться документацией (сопроводительными листами) по фор­
ме, принятой в установленном порядке на нредприятин-нзготовн- 
теле.

2.1.2.6. Нормы, устанавливаемые в технологической докумен­
тации для проверки микросхем цехом, кроме функционального 
контроля4, должны быть более жесткими в сравнении с нормами, 
установленными в стандартах или технических условиях на мик­
росхемы конкретных типов для испытаний по категории приемо­
сдаточных испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № I).
2.1.2.7. Предприятие-изготовитель совместно с техническим 

контролем ежемесячно проводит обобщение данных по проценту 
выхода годных микросхем с указанием основных дефектов, об­
наруженных в производстве за истекший период, а также данных 
об уровне сдачи партий в технический контроль с первого предъ­
явления.

Если производетиенный брак микросхем или число рекламаций 
на них резко возрастает, то в каждом отдельном случае изготови­
тель анализирует причины увеличения брака и рекламаций. На 
основании анализа предприятие-изготовитель разрабатывает и 
согласовывает с техническим контролем и Госпрне^кой (при ее 
наличии) необходимые мероприятия и внедряет их в производство.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3).
2.1.2.8. Электрические испытания согласно п. 8 табл. 1а до­

пускается проводить в любой последовательности.
(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ 3).
2.1.3. .Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

применяемые для изготовления микросхем, должны соответство­
вать стандартам или другой технической документации на ш.х.

* Функциональный контроль — определение зависимости выходных сигналов 
от входных при всех необходимых состояниях проверяемой схемы.
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Качество применяемых материалов должно быть подтверждено 
клеймами, сертификатами или протоколами испытаний техничес­
кого контроля предприятия-изготовителя.

2.1.3.1. Материалы, из которых изготовляют микросхемы, дол­
жны быть химически совместимыми и стойкими в составе микро­
схемы к воздействию внешних воздействующих факторов, установ­
ленных настоящим стандартом.

2.1.35. Электрически разнородные металлические материалы, 
применяемые для изготовления соприкасающихся между собой 
деталей, выбирают по ГОСТ 9.005—72.

2.1.3.3. Виды и толщины металлических и неметаллических по­
крытий должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301—86. 
ГОСТ 9.032—74 и нормативно-технической документации.

2.1.3.1—2.1.3.3. (Введены дополнительно, Изм. № I).
2.1.4. Требования к испытательному оборудованию и средствам 

измерений
2.1.4.1. Испытательные установки, стенды и средства измере­

ний должны соответствовать действующим государственным стан­
дартам на методы измерений и другой технической документации, 
утвержденной в установленном порядке.

2.1.4.2. Средства измерений и испытательные установки не 
должны вызывать выхода микросхем из строя. При измерении и 
испытании должны быть исключены появления в установке на и - 
док и помех от сети, а также условия, вызывающие паразит­
ную генерацию проверяемой микросхемы.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 4).
2.1.4.3. Панели и испытательная оснастка для подключения ис­

пытуемых микросхем должны обеспечивать надежный электриче­
ский контакт.

2 1.4.4. Средства измерения и испытательные установки долж­
ны обеспечивать режимы измерений и испытаний, установленные 
в стандартах или технических условиях на микросхемы конкрет­
ных типов.

Испытательное оборудование и средства измерений, применяе­
мые на головном предприятии и предприятии-дублере, должны 
быть однотипными или обеспечивать заданную точность измере­
ний к соноставляемость результатов.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
2.1.4.5. Средства измерений подлежат поверке в соответствии 

с ГОСТ 8.002—86.
2.2. П р а в и л а  п р и е м к и
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2 2.1. Правила приемки микросхем — по ГОСТ 25360— 82 , 

дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем ста' 
дарте.
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Для проверки качества поступивших микросхем допускается 
предприятию-потребителю проводить входной контроль в объеме, 
последовательности, на выборках и методами, указанными в нас­
тоящем стандарте. Партию изделий, нс выдержавшую входной 
контроль, возвращают предириятшо-изготовителю.

(Измененная редакция, Изм. № I, 3).
2.2.2. Квалификационные испытания
2.2.2.1. Квалификационные испытания проводят один раз на 

каждом предприятии-иэготовителе при приемке установочной 
серии.

2.2.2 2. Состав испытаний, деление состава испытаний на груп­
пы, последовательность испытаний в пределах группы и последо­
вательность групп должны соответствовать указанным в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1,3).
Т а б л и ц а  2

Пуикт настоящего ста«дарта
ГРУПП!
•спита

«и*
Вид и последовательность мспытаиих Т«1И1М1х»о«тогвомм»* Методиспытанья

К-1 Проверка внешнего вида и марки- 1.2.2: 1.2.10 2.3.1
ровки 3.1.1 2.3.8.1

К-2 Проверка габаритных, ^гзиовоч- 
ных н присоединительных размеров 1.2.1 2.3.1

к-з Проверка статических параметров 
(параметров постоянною тока), от­
несенных к категории С, при:

нормальных климатических усло­
виях 1.3.1 2.3.1

пои к ж ел мой рабочей температуре 
среды 1.5.1 2.3.1

повышенной рабочей температуре 
среды 1.5.1 2.3.1

Проверха динамических парамет­
ров (параметров переменно.*© тока), 
отнесенных к категории С при пор 
малышх климатических условиях 1-3.1 2.3.1

Функциональный контроль при: 
вормлльмых климатических усло­

виях 1.3.1 Устанзилиаакп
а стандартах 
или ТУ на мнк-

повышенной рабочей температуре j 
среды | 1-5.1

росхсмы конк­
ретных питов

То же
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Продолжение табл. 2
Пункт местошцгго стаалдптя

1 рупор
В и д  и пссдсзоьательяость и с п ы та н и яв с  п и т а

ШИВ Тонические М е т о д
т о в о м я в е v i n u r r i m * *

К 4 Испытание на воздействие пони­
женной рабочей температуры среды 1.5 I ,  а 2.3.1

Испытание на воздействие повы­
шенной рабочей температуры срезы 1.5.1, б 2.3.1

Проверка электрических’ парамет­
ров, отнесенных к категории П, при 
нормальных климатических условиях 1.3 1 2.3.1

Проверка электрических парамет­
ров, отнесенных к категории К 1.3.1 2.3.1

Функциональный контроль при: 
нормальных климатических уело-

В И Я Х 1.3 1 Устанавливает 
в стандартах 
или ТУ на мни*

1
росхемы конк­
ретных типов

повышенной рабочей температуре |

среды 1-5 1 То же

К-5 Испытание на воздействие измене­
нии температуры среды 151.  о .  Г .2.8 2.3.1

Испытание на воздействие линей­
ного ускорения М 2-3.1

Испытание на воздействие однноч-
ных ударов 1 . 4 2.3.1

Испытание на воздействие попы-
шейной влажности воздуха (кратко 
временное) 1.2 7 2.3 8.1

15 1, г 2.3.1

К б Испытание на безотказность 1.6.1 2 3 6

К-7 Проверка качества и прочности 
нанесения маркировки 3 . 1 . 1 2.38.1

Проверка прочности внешних вы-
1.2.9 23.8.2

водов 1.2.5 23.1
Испытание на способность к пайке 
Испытать на теплостойкость при i

1.2.6 2-3.1

пайке 1.2.6 23 1
Испытание на гсометичкость 1.2.4 2.3.1

К.-8 Испытание упаковки 3 . 2  ) 2-3 9.1
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Продолжение табл. 2
n.t'UT маспуяимее ста«Л«1>т*

Групп*■спита- Вид и иослсдооа тельное tv испытании Техническое •МетодЯЙЯ требование ИСЯЫ7411ИЯ

К-9 Испытание на вибропрочиостъ 1.4 2.3.1
Испытание на внброустойчивость 1.4 2.3.1
Испытание на ударную прочность

(многократные удары) 1.4 2.3.1

К-10 Проверка массы
Испытание на воздействие атмос-

1.2.3 2.3.1

фермою повышенного давления 1.5.1, е 2.3.1
Испытание иа воздействие атмос-

ферного пониженного давления 1.5.1. д 2.3.1
2.3.3

К-11 Испытание иа долговечность 1.6.1 23.6

К-12 Испытанно иа воздействие новы-
шейной влажности воздуха (длитель­
ное) (для микросхем исполнения -
УХЛ-10 сут. кеполненип В-21 сут) 1.5.2 2.3.1

К-13 Испытание на воздействие плесне­
вых грибов 1.5.2 2.3.1

К-И Испытание на воздействие соляно­
го тумана 15.2 2.3.1

К-15 Испытание на способность вызы­
вать горение 1.2.11 2.3.1

Испытание на горючесть (кроме
микросхем в мегаллосгсклянном. ке- 
таллокерзмичесхом, стеклокерамкчес- 
ком и керамическом корпусе) 1.2.11 2.3.1

П р и м е ч а н и я :
1. Для микросхем и корпусах типа 2 по ГОСТ 17467—88 проверку проч­

ности внешних выводов группы К-7 не проводят.
2. Испытании по группам К-4 к К-5 допускается проводить на одной вы­

борке.
3. Для микросхем монолитной конструкции испытания на герметичность 

группы К-7 и испытания на вибропрочность и выброустойчквость группы К-9 не 
Проводят. Вместо испытаний на герметичность проводят испытания на воздей­
ствие повышенной влажности воздуха (кратковременное).

4. Допускается при непрерывном пакле испытаний совмещать проверку 
алектричееккх параметров перед каким либо испытанием с такой же проверкой 
после предшествовавшего испытаний.
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5. Функцнокнрованаый контроль проводят для мнкрозхем третьей и более 
высоких степеней интеграции. В техиически обоснованных случаях совмещают 
функциональный контроль с проверкой электрических параметров.

Если функциональный контроль проводят на максимальной рабочей часто* 
те. проверку динамических параметров исключают.

6. Пронерку герметичности после проверки прочности внешних выводов по 
группе К-7 не проводят, а совмешаюг с проверкой герметичности в койке груп­
пы К 7.

7. Испытание на горючесть по группе К-15 (испытание на воздействие пла­
мени) не проводят, если при внешнем конструктивном исполнении микросхем не 
использованы органические материал и. Стойкость таких микросхем к воздейст­
вию пламени обеспечивается конструкцией.

8. Испытание на способность вызывать горение по группе К-15 (испытание 
на воздействие аварийных электрических перегрузок) не проводят, если превы­
шение температуры наиболее пожароопасного участка поверхности микросхем 
при аварийной перегрузке, установленной в техническом задании, стандартах или 
ТУ на микросхемы конкретных типов, не превышает допустимого значения по 
ГОСТ 8865-87.

2 2.2.3. Для проведения испытаний комплектуют выборку мик­
росхем в объеме, достаточном для проведения всех групп испыта­
ний по соответствующим планам контроля с учетом порядка 
контроля этих групп в пределах данной категории.

2.2.2.4. Для проведения испытаний применяют следующие пла­
ны контроля:

для групп испытаний К-1—К-3 — планы контроля, установлен­
ные для групп С-1—С-3 приемо-сдаточных испытаний соответст­
венно;

для групп испытаний К-4, К-5, К-9 и К-12 план контроля, ус­
тановленный в табл. 7;

для группы испытаний К-6 — план контроля, установленный 
для группы ГЫ периодических испытаний,

для групп испытаний К-7 н К-10— план контроля, установ­
ленный в табл. 8;

для группы испытаний К-8 — план контроля, приведенный в 
табл. 8 (испытаниям подвергают 1 единицу транспортной тары с 
упакованными микросхемами);

для группы испытаний К-11 — план контроля, установленный 
в стандартах или технических условиях на микросхемы конкрет­
ных типов, необходимый для подтверждения заданного в настоя­
щем стандарте значения интенсивности отказов;

для групп испытаний К-13—К-14 — испытаниям подвергают 
выборку п= 5 шт. при приемочном числе С—0 (для микросхем 
1—3-й степеней интеграции и выборку л = 3  шт. при приемочном 
числе С = 0 (для микросхем 4-й и более высоких степеней инте­
грации);

для группы испытаний К-15 — испытаниям подвергают выбор­
ку п « 3 шт. при приемочном числе С = 0;

в технически обоснованных случаях объем выборки для мощ­
ных, уникальных и дорогостоящих микросхем можно устанавли-
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аать иным, что устанавливают в стандартах или технических ус- 
ловнях на микросхемы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № I).
2.2.2.5. Если в стандартах или технических условиях на микро­

схемы конкретных типов проведено разделение совокупности мик­
росхем. входящих в данную серию, на группы типов, то комплек­
тование выборок по группам К-4 н К-6 проводят от каждой груп­
пы типов.

Оценку результатов испытаний относят к каждой группе типов 
в отдельности.’

Комплектование выборок по группам К-5, К-7—-К-12 проводят 
одним (любым) типом микросхем от данной серии. Результаты 
испытании распространяют на псе типы микросхем данной серии.

2 2.2.6. Если для проведения испытаний микросхемы распаива­
ют на печатные платы, то измерение электрических параметров 
микросхем проводят до п после распайки микросхем.

Микросхемы, отказавшие при распайке их на платы из-за 
ошибки оператора, из выборки исключают, заменяют годными и 
при оценке квалификационных испытаний не учитывают.

2 2.2.7. Предварительную оценку квалификационных испыта­
ний по группе К-II (долговечность) производят по результатам 
испытаний в течение 1000 ч при С—0 (испытания при этом по 
группе К-П продолжают до их завершения).

(Измененная редакция, Изм. .V» I).
2.2.2.8. Перед проверкой микросхем по группам испытаний 

К-4—К-12 все микросхемы выборки должны быть проверены в 
объеме приемо-сдаточных испытаний.

Если при проверке будут обнаружены дефектные микросхемы, 
то последние из выборки исключают и заменяют годными. Обна­
ружение дефектных микросхем не является основанием для пре­
кращения испытаний.

2.22.9. Испытания микросхем исполнения УХЛ на устойчи­
вое! ь к воздействию соляного тумана и среды, зараженной плес­
невыми грибками (и. 1.5.2). не проводят. Устойчивость к воздей­
ствию этих факторов обеспечивается покрытием микросхем за­
щитными лаками в соответствии с п. 4.9.

2.2.2.10. При получении отрицательных результатов испытаний 
по группе К-8 проводят доработку конструкции упаковки и тех­
нологии упаковывания, после чего’ проводят новые испытания по 
этой группе на приборах той же установочной серин.

2.2.29, 2.2.2.)0. (Измененная редакция, Изм. .*& 1).
2.2.3. Приемо-сОаточные испытания
2.2.3.1. Состав испытаний, деление состава из группы испыта­

ний, последовательность испытаний в пределах группы и последо­
вательность групп испытаний должны соответствовать указанным 
в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № I).
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Таблица 3

Групп*
Пункт настоящего стопа-гате

Вид к п<хлс.и>патсды10сгъ жлмтаиий ИСТОДОВ
испытаны!

испита-
я»а треСопвнив

С-1 Проверка внешнего вида и марки­
ровки 1.2.2 2.3.1

1.2 10; 3.1.1 2.38.1

С-2 Проверка габаритных, установоч­
ных и присоединительных размеров 1.2.1 2.3.1

С З Проверка статических параметре»
(параметров постоянного тока), от­
несенных к категории С. при:

нормзльных климатических уело-
ВИЯХ 1.3.1 2.3.1

пониженной рабочей температуре 
среды 1 51 2.3.1

повышенной рабочей температуре 
среды 1.5.1 2.3.1

Проверка динамических пзрамст-
ров (параметров переменного тоха). 
отнесенных к категории С, при нор-
мальиых климатических условиях 1.3.1 2 3.1

Функциональный контроль при- 
нормзльных климатических уело-

ПИЯХ 1.3 1 Устанавливают 
в стандартах 
или ТУ на мнк-
росхсмы конк­
ретных типов

повышенной рабочей температуре
1.5.1.

)среды То же

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается контроль по группе С-2 проводить по результатам контроля 

технологической оснастки и инструмента. Порядок проведения контроля уста­
навливают по согласованию с техническим контролем к Госприеккой (при ее 
наличии).

2. Функциональный контроль проводят для микросхем третьей я более вы­
сокой степеней интеграции. Б технически обоснованных случаях допускается 
совмещение функционального контроля с проверкой мектричссхих параметтов. 
Пели функциональный контроль проводят па максимальной рабочей частоте, 
проверку динамических параметров исключают.

3 Допускается по согласованию с основным потребителем и Гослриемкой 
(при калпчии) вместо проверки статических параметров при повышенной и по­
ниженной температурах среды (и функционального контроля для интегральных 
микросхем р-, л-канальных и К.'ЮП-технологнй) проводить проверку статических 
параметров и функциональный контроль при нормальных климатических условиях
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ПО кормам и режимам, обеспечивающим установленные значения параметро» и 
функционирование при повышенной (пониженной) температуре среда

В этом случае для подтверждения гарантий по электрическим параметрам в 
диапазоне температур испытания по группе П-2 проводят 2 раза в три месяца.

2.2.3.2. В состав партии, предъявляемой к приемке, должны 
включаться микросхемы одного типа (типономинала).

2.2.3.3. Объем партии микросхем, предъявляемых к приемке,—
до 35000 шт. Проверку микросхем проводят последовательно на 
одной выборке, а для испытаний по группе С-2 на части этой вы­
борки. I

2.2.3.4. Приемо-сдаточные испытания проводят методом выбо­
рочного одноступенчатого контроля.

2.2.3.5. Сплошной контроль для приемо-сдаточных испытаний 
применяют по группам С-1, С-3 для партий объемом от 2 до 
90 шт.

2.2.3.6. Планы выборочного контроля качества для групп ис­
пытаний С-1 и С-3 — по ГОСТ 18242—72. Вид контроля — нор­
мальный, тип плана контроля— одноступенчатый, уровень конт­
роля — II.

Для испытаний по группе С-3 приемочный уровень дефектнос­
ти устанавливают в стандартах или технических условиях на мик­
росхемы конкретных типов из ряда: 0,10; 0,!5; 0,25.

Приемочный уровень 1.00% устанавливают в технически обо­
снованных случаях.

Для испытаний по группе С-1 приемочный уровень дефектнос­
ти не должен быть более 2,50% н устанавливается в стандартах 
или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

2.2.3.7. План контроля для группы С-2 приведен в табл. 4.
Т а б л и ц а  4

Число микросхем 
и йарти*. шт

Число микросхем 
» пмборхе. шт.

Допустимо* число де- 
*«к-жых микросхем * 

вы борке, о т .

2 - 1 5 0 2 0
151— 1200 5 0

1 2 0 1 - 1 0 0 0 0 10 0
1 0 0 0 1 - 3 5 0 0 0 20 0

2.2.3.8. Комплектование выборки для испытаний проводит тех­
нический контроль .

2.2.3.9. Анализ выявленных дефектов и выявление причин, вы­
звавших их появление, проводят совместно с техническим конт­
ролем.

2.2.3.10. Приемку микросхем приостанавливают в тех случаях, 
если из 10 последовательно предъявленных партий (включая пов­
торно предъявленные) три партии были возвращены изготовите-
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лю, при этом возврат партий по внешнему виду и маркировке не 
учитывают. Отсчет проверенных партий ведут от любой возвра­
щенной партии.

Приемку возобновляют после анализа причин появления де­
фектов и принятия мер по устранению н производят но планам 
нормального контроля. При этом отсчет проверенных партий ве­
дут от любой возвращенной патрин, предъявленной после внедре­
ния мероприятия по устранению причин появления дефектов.

(Измененная редакция, Изм. Лв I).
2.2.3.11. Микросхемы, принятые техническим контролем, до их 

отгрузки находятся на складе изготовителя. Отгрузку микросхем, 
прошедших приемо-сдаточные испытания, производят при наличии 
положительных результатов периодических испытаний.

2.2.3.12. Если между приемкой и отгрузкой микросхем изгото­
вителем проходит более шести месяцев, то каждая партия микро­
схем должна быть выборочно перепроверена по группам С-1 и С-3 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандар­
тов или технических условий на микросхемы конкретных типов.

После перепроверки микросхемы подлежат упаковыванию в 
соответствии с п. 32.

2.2.4. Периодические испытания
2.2.4.1. Состав испытаний, деление состава на группы испыта­

ний, последовательность испытаний в пределах группы н последо­
вательность групп испытаний должны соответствовать указанным 
в табл. 5.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
______________________  Т а б л и ц а  5

Группа
испуга­ми*

Пункт нзетохпего стандарт*
Вид и рослслозлтолышсп. испытании Y0*«WWKM* тп(* бокам иД УСТОЮО

кспктамиЛ

П-1 Испытание на безотказность 1 .6 .1 2.3.6

П-2 Испытание на воздействие пони­
женной рабочей температуры среды 1.5.1. а 2.3.1

Испытание на воздействие повы­
шенной рабочей температуры среды 1.5.1. б 2.3.1

Проверка электрических парамет­
ров, отнесенных к категории П. при 
нормальных климатических условиях 1.3.1 2.3.1

Функциональный контроль при. 
нормальных климатических усло­

виях 1.3.1 Устанавливают

повышенной рабочей температуре 
среды 1.5.1

о стандартах 
или ТУ на мик­
росхемы конк­
ретных типов

То же
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Продолжение табл. 5

Группа
Пункт илегошдего стандарт»

Вид и псслсзоввтельиост» «<омт*п1|» тчичтскш устоаовмепытв*
пик треСоряииА испытанна

П-3 Испытание на воздействие измене­
ния температуры среды 1 5.1, в 2.3.1

Испытание на воздействие линей­
ного ускорения 1.4 2.3.1

Испытание не воздействие одиноч-
ных ударов

Испытание иа воздействие повы­
шенной влажности воздуха (кратко-

1.4 2.3.1

временное) 1.5.1, е 2.3.1
1.27 2.3.8

П-4 Проверка качества и прочности на­
несения маркировки 3.1.1 2.3.8.1

1.2.9 2.3.82
Проверка прочности внешних вы-

1.2.5водов 2Л.1
Испытание на способность к пай-

КС 1.2.6 2,3.1
Испытание на теплостойкость при 

пайке 1.2.6 2,3.1
Испытание на герметичность 1.2:4 2.3.1

П-5 Испытание иа вибропрочноегь 1.4 2,3.1
Испытание на виброустойчивость 
Испытание на ударную прочность

1.1 2.3.1

(многократные удары) 1.4 23.1

П-6 Испытание иа долговечность 1.6.1 2.3.6

П р и м е ч а н и я :
1. Испытания по группе П-5 проводят в течение двух лет с начала серий­

ного производства. При положительных результатах в дальнейшем зтн испыта­
ния не проводят. При этом, если в дальнейшем при испытаниях по группе П-3 
возникнут отказы при воздействии линейных нагрузок, то дополнительно про­
водят испытания по группе П-5.

2. Для микросхем в корпусах типа 2 по ГОСТ [7167—88 проверку проч­
ности внешних выводов группы П-4 не проводят.

3. Для микросхем монолитной конструкции испытание на герметичность 
группы П-4 и испытания на вибропрочноегь и виброустойчивость группы П-5 
нс проводят. Вместо нспытавий на герметичность проводят испытание ва воз­
действие повышенной влажности воздуха (кратковременное).

4. Допускается при непрерывном цикле испытаний совмещать проверку 
электрических параметров перед каким-либо испытанием с такой же проверкой 
после предшествовавшего испытания.

5. Функциональный контроль проводят для микросхем третьей и более вы-
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сокпх степеней интеграции. В технически обоснованных случаях совмещают 
функциональный контроль с проверкой электрических параметров. Если функ- 
циональпый контроль проводят на максимальной рабочей частоте, проверку 
динамических параметров исключают.

6. Проверку герметичности после проверки прочности внешних выводов по 
группе 11-4 кс проводят, а совмещают с проверкой герметичности в конце группы 
Г1 А

2:2.4.2. Периодические испытания микросхем по группам П-1— 
П-4 проводят один раз в 3 мес.

Испытания по группам 11-5 и П-б проводят один раз в 12 мес, 
а по группе П-1 для микросхем, поставляемых для комплекта­
ции телевизионных приемников,— один раз в б мес.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 3).
2.2.4.3. Испытания по группе П-б являются продолжением ис­

пытаний по группе П-1. За начало испытаний по группе П-6 при­
нимают начало испытаний но группе П-1.

При получении положительных результатов трех последова­
тельно проведенных испытаний по группе П-6 в дальнейшем про­
водят испытания один раз в три года.

При получении отрицательных результатов очередных испыта­
ний по группе П-6 пли увеличении признанных рекламаций осу­
ществляют переход на испытания с прежней периодичностью.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.4.4. Если в технических условиях проведено разделение со­

вокупности микросхем, входящих в данную серию, на группы ти­
пов, комплектование выборок по группам П-1, П-2 и П-6 про­
водят в отдельности от каждой группы типов микросхем одного 
(любого) типа. Тип микросхем, подлежащий периодическим ис­
пытаниям, определяет отдел технического контроля н Госприемка 
(при ее наличии) совместно с руководством предприятия-изгото­
вителя с учетом того, что очередные периодические испытания 
следует проводить на микросхемах другого типа. Оценку резуль­
татов испытаний относят к каждой группе типов в отдельности.

(Измененная редакция, Изм. № I, 3).
2.2.4.5. Комплектование выборки для испытаний по группам 

П-3—П-5 проводят одним любым типом микросхем данной серин. 
Результаты испытаний распространяют на все типы микросхем 
данной серин.

2.2.4.G. Если в группу типов входят микросхемы с разными 
типами корпусов, то выборки для испытаний по группам П-3—П-5 
комплектуют микросхемами от каждого типа корпуса в отдельнос­
ти. Результаты испытаний в этом случае распространяют на мик­
росхемы всех типов, выпускаемых в корпусах данного типа.

2.2.4.7. Обьемы выборок, приемочные и браковочные числа пе­
риодических испытаний — по ГОСТ 25360—82. Объемы выборок и 
приемочные числа, указанные в табл. 6—8, являются предпочти­
тельными.

г
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В технически обоснованных случаях объем выборки для мощ­
ных, уникальных и дорогостоящих микросхем устанавливают 
иным по согласованию между изготовителем и потребителем.

2.2.4.8. Для планирования испытаний по группам П-l и П-6 
применяют планы выборочного одноступенчатого контроля, уста­
новленного в табл. 6.

Таблица Ь'
Объем выборки, ват.

Cn-ncMI. нитеграинш ч и кр з - 
схем по гост 1Г021— TS И спы тание на И спы тание на Н р исио^ио с  ТИС-1» С. В-'Г.

беутгкаэвость долговечность

ИС1. ИС2 50 20 0
И С З  (цифровые) 
Л С З  (аналоговые)

30 25 0

ИСЗ (цифровые) 20 22 1)
ИС4 (аналоговые), ИС5 15 J0 0
И С 6в выше 20 8 0

Допускается увеличение (уменьшение) количества микросхем, 
подлежащих испытаниям, при пропорциональном уменьшении 
(увеличении) продолжительности испытаний.

При одноступенчатом контроле результаты испытаний но груп­
пам П-l и ГТ-6 считают положительными, если в выборке не было 
обнаружено ни одного отказа.

Результаты испытаний считают отрицательными, если в выбор­
ке обнаружено более одного отказа.

При обнаружении в выборке одного отказа сразу проводят 
повторные испытания на выборке того же объема. Одновременно 
изготовитель совместно с техническим контролем проводит анализ 
причин появления отказа.

Отгрузку принятых партий, изготовленных после начала пред­
шествующих испытаний на безотказность, приостанавливают до 
завершения повторных испытаний. Приемку микросхем текущего 
производства продолжают без права отгрузки потребителю.

Оценку результатов повторных испытаний производят по пра­
вилам, установленным для первичных испытаний. При этом отка­
зы не допускаются.

Для микросхем, требующих первоочередных мероприятий по 
повышению надежности, номенклатура которых согласована с 
основным потребителем, изготовитель вместо испытаний по груп­
пе П-l должен проводить испытания на безотказность и течение 
!000 ч на выборке « =  300 шт., при приемочном числе 0 - 0  дна 
раза п год.

Допускается проводить испытания в течение 2000 или 3000 ч 
на выборке 153 шт. или 102 шт. соответственно.
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В этом случае испытания по группе П-6 не проводят. 
(Измененная редакция, Изм. „V* 1, 3).
2.2.4.9. Для планирования испытаний по группам 11-2, П-3 и 

П-5 применяют план выборочного двухступенчатого контроля, ус­
тановленного в табл. 7.

Испытания по группам П-2 и П-3 допускается проводить на 
одной выборке.

Т а б л и ц а  7

Степень интеграции микро­
схем г.о ГОСТ 17021— 88 Оботиат'иие Объем Выборы*. П р и е м  ом »  о с

зыборки ш т . еис.то С .
Ш Т .

ИС1. ИС2 Л | 20 0
л » 40 0

ИСЗ (цифровые) Л , 1 5 0
30 0

ИСЗ (аналоговые) л . 10 0
ИС4 (цифровые) П : 20 0
ИС4 (аналоговые) 
ИС5, ИС6

Я .

« 1
5

10
0
0

При двухступенчатом контроле испытания начинают с провер­
ки ВЫборКН Л].

Нели при испытании выборки л, число дефектных микросхем, 
обнаруженных в выборке, не превышает приемочное число Ct 
плана контроля, то результаты испытаний по данной группе испы­
таний считают положительными и испытание выборки л, не про­
водят.

Если число дефектных микросхем, обнаруженных в выборке п( 
превышает число С |+ 1 , то результаты испытаний по данной ipvn- 
пе испытаний считают отрицательными и испытания выборки л , 
не проводят.

Если при испытании выборки л, число дефектных микросхем, 
обнаруженных в выборке, равно числу Ст+1. то результаты испы­
таний по данной группе испытаний считают неопределенными и 
испытывают выборку п2.

Если при испытании выборки т  число дефектных микросхем, 
обнаруженных в выборке, не превышает приемочного числа С2, 
то результаты испытаний по данной группе считают положитель­
ными.

Если при испытании выборки п2 число дефектных микросхем, 
обнаруженных в выборке, превышает приемочное число Cit то ре­
зультаты испытаний по данной группе испытаний считают отри­
цательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.4.10. Для планирования испытания по группе П-4 применя­

ют план выборочного одноступенчатого контроля, установленного 
в табл. 8.
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Т а б л и ц а  8

Степень интеграции ки«ро- 
схем по ГОСТ 17021—88 Объем выборки. »т. Приемочное число С. шт.

иск йог, ист 10 0
ИС4. ИС5. ИС6 5 0

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I, 3).
2.2.4.11. Если ио одной из групп испытаний были получены не­

определенные результаты, то отгрузку принятых партий, изготов­
ленных после начала предшествующих испытаний, приостанавли­
вают до завершения испытаний. При атом приемку текущей про­
дукции продолжают без нрава отгрузки потребителю.

2.2.4.12. До проведения новых периодических испытаний при­
емку микросхем и их отгрузку, а также отгрузку ранее принятых 
микросхем допускается производить при условии 100%-нон пере­
проверки их нредприятием-изготовителсм по специальной про­
грамме, согласованной техническим контролем с дополнительным 
проведением техническим контролем периодических испытаний 
микросхем от каждой партии по тем видам испытаний, по кото­
рым были получены отрицательные результаты. Испытания про­
водят ио правилам к критериям, установленным для периодичес­
ких испытаний. При этом предприятия-изготовители совместно с 
техническим контролем анализируют причины ухудшения качест­
ва и принимают меры для их устранения.

П р и м е ч а н и е .  Допускается по согласованию с техническим контролем 
проводить периодические испытания на отдельных типах микросхем группы 
типов, по которой получены отрицательные результаты испытаний. Отгружу 
производят по положительным результатам испытаний, проведенных на этом 
типе микросхем.

2.2.4.13. При отрицательных результатах испытаний, проводи­
мых с периодичностью, равной 12 мес, изготовитель в месячный 
срок совместно с техническим контролем анализирует причины 
отрицательных результатов испытаний, разрабатывает и согласо­
вывает с техническим контролем мероприятия по повышению ка­
чества микросхем.

На основе анализа технический контроль и изготовитель при­
нимают совместное решение о порядке приемки текущей продук­
ции.

До принятия этого решения приемку текущей продукции и от- 
грузку ранее принятых микросхем временно приостанавливают.

После внедрения мероприятий в производство проводят новые 
испытания. До окончания этих испытаний приемку текущей про­
дукции производят на основании совместного решения.

При отрицательных результатах новых испытаний приемку и
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отгрузку приостанавливают до приведения качества микросхем в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.2.4.14. Результаты периодических испытаний оформляют про­
токолом.

При положительных результатах испытаний протокол утверж­
дает начальник технического контроля, при атом устанавливается 
пятидневный срок его оформления и утверждения.

При отрицательных результатах испытаний, после проведения 
анализа дефектов, обнаруженных при испытаниях, протокол ут­
верждает руководство изготовителя и начальник технического 
контроля (или лица на то уполномоченные).

2.4.12—2.4.14. (Измененная редакция, Иэм. № I).
2.2.4.15. Срок действия протокола испытании равен периодич­

ности испытаний. Прн этом датой начала срока действия прото­
кола очередных периодических испытаний устанавливают (при 
положительных результатах испытаний) дату окончания срока 
действия протокола предыдущих испытаний.

Периодические испытания должны быть окончены и течение 
срока действия протокола предыдущих испытаний.

2.2.4.16. До получения результатов очередных периодических 
испытаний, проводимых в соответствии с графиком, микросхемы 
принимают и отгружают по положительным результатам преды­
дущих испытаний.

Все дефектные микросхемы, обнаруженные при испытаниях 
(независимо от результатов испытаний), анализирует изготови­
тель совместно с техническим контролем.

На основании анализа, прн необходимости, нзготоинтель раз­
рабатывает и согласовывает с техническим контролем мероприя­
тия по ус гранению причин появления дефектов и внедряет их в 
производство.

2.2.4.17. Если для проведения периодических испытаний микро­
схемы распаивают на печатные плэты, то измерение электричес­
ких параметров производят до и после распайки микросхем.

Микросхемы, отказавшие прн распайке их на платы из-за 
ошибки оператора, из выборки исключают, заменяют годными и 
при оценке периодических испытаний нс учитывают.

2.2.4.18. Микросхемы, прошедшие испытания по группам П-1, 
П-2 и П-6 и отвечающие требованиям стандартов или технических 
условии на микросхемы конкретных типом, могут быть отгружены 
потребителю по согласованию с техническим контролем.

2.2.5. Испытания на долговечность при квалификационных ис­
пытаниях проводят по ГОСТ 25359—82, а при периодических ис­
пытаниях но стандартам, утвержденным н установленном порядке.

Выборку испытаний рассчитывают по формуле
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где }. — интенсивность отказов в течение наработки (п. 1.6.1.2), 
1/ч;

Т — длительность испытаний, ч;
Ке.б — коэффициент^ значения которого выбирают из табл. 9 

в зависимости от числа А отказавших при испытаниях 
микросхем.

Т а б л и ц а  9

А 0 1 2 э 4 & 6

Кол 0.92 2.0 8.1 ■ 4J2 5.2 6.3 7.3

2.2.4.16—2.2.5. (Измененная редакция, Изм. М 1).
2.2.6. Испытания на сохраняемость проводят по ГОСТ 

21493—76.
Параметры — критерии годности микросхем в течение срока 

сохраняемости должны оставаться в пределах норм, установлен­
ных в стандартах или технических условиях на микросхемы кон­
кретных типов для данной категории испытаний.

Испытания проводят на одном (любом) типе микросхем от 
данной серии и в результаты испытаний распространяют на все 
микросхемы данной серин.

Число микросхем, отбираемых на длительное хранение, долж­
но соответствовать указанным в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

С т е п а н ,  и н т е гр а ц и и  
м и к р о с х е м  п о  ГО СТ 

17021—88
O faytv .

х и б а р а и . HIT.

О б ъ е м  месте

ОТТ.

й выборки н периодичность 
их отбора

периодичного.

ИС1. ИС2 80 10
ИГ.З 64 8 Ежеквартально
ИС4 48 6 два года подряд
ИС5 и более 40 5

2.2.7. Если состав типовых испытаний совпадает с полным со­
ставом испытаний одной или нескольких групп периодических ис­
пытаний и испытуемые микросхемы изготовлены на том же участ­
ке (цехе), где должно осуществляться их дальнейшее производ­
ство, то при положительных результатах типовые испытания мо­
гут быть засчитаны как очередные периодические испытания по
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соответствующим группам микросхем, изготовленных с изменения­
ми, принятыми по результатам типовых испытаний.

2.3. М е т о д ы  к о н т р о л я
2.3.1. Методы испытаний микросхем должны соответствовать 

ГОСТ 20.57.406—81 и стандартам, утвержденным в установлен­
ном порядке.

2.3.2. Схема включения и электрические режимы, в соответст­
вии с которыми осуществляют контроль электрических парамет­
ров — критериев годности микросхем при испытаниях, указывают 
в стандартах или технических условиях на микросхемы конкрет­
ных типов.

2.3.3. Параметры, контролируемые до и после каждого вида 
испытаний, указывают в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов из состава параметров категории 
С; параметры, контролируемые в процессе испытаний, — из соста­
ва параметров категорий С, П, К, Т, Д, Сх для соответствующих 
видов испытаний.

Если в процессе испытаний невозможен контроль параметров 
непосредственным измерением параметра, то проводятся с уста­
новленной периодичностью контроль испытуемых микросхем по 
параметрам и методике, установленным в стандартах или техниче­
ских условиях на микросхемы конкретных типов.

Для испытаний, по условиям проведения которых при нор­
мальной температуре создается дополнительный перегрев микро­
схем (испытания по проверке устойчивости к пониженному давле­
нию и др.), значения контролируемых параметров устанавливают 
в стандартах или технических условиях на микросхемы конкрет» 
ных типов с учетом температуры перегрева элементов микросхем, 
определяющих значения параметра.

2.3.4. Проверку электрических параметров микросхем прово­
дят, как правило, на автоматизированном измерительном обору­
довании.

При этом схемы коммутации этого оборудования могут отли­
чаться от схем коммутации, указанных в стандартах или техниче­
ских условиях на микросхемы конкретных типов.

2.3.5. При измерениях электрических параметров на автома­
тизированном оборудовании по всем категориям испытаний при 
получении результатов, не соответствующих нормам, указанным 
в стандартах или технических условиях на микросхемы конкрет­
ных типов, допускается по согласованию с техническим контролем 
повторение измерения электрических параметров микросхем.

2.3.5а. Перед испытанием на способность к пайке проводят 
ускоренное старение.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2.3.6. Методы испытаний на надежность должны соответство­

вать ГОСТ 25359-82.
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Испытание микросхем на безотказность проводят в течение 
500 ч, а испытание на долговечность по группе П-6 в течение 
1000 ч под максимальной электрической нагрузкой при повы­
шенной рабочей температуре среды. Конкретный электрический 
режим н значение повышенной рабочей температуры среды ука­
зывают в стандартах или ТУ на микросхемы конкретных типов.

Конкретный электрический режим и значение повышенной ра­
бочей температуры среды указывают в стандартах или техничес­
ких условиях на микросхемы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I, 3).
2.3.7. Проверку микросхем на соответствие требованиям к со­

храняемости (п. 1.6.2) проводят но ГОСТ 21493—76.
2.3.8. Проверка на соответствие требованиям к маркировке
2.3.8.1. Разборчивость и содержание маркировки (пп. 3.1.1, 

3.1.2) проверяют по ГОСТ 25486—82.
2.3.8.2. Стойкость маркировки к воздействию очищающих раст­

ворителей (п. 1.2.9) йроверяют по ГОСТ 25486—82.
2.3.9. Проверку требований к упаковке (п. 3.2) проводят ис­

пытаниями по ГОСТ 23088—80.
2.3.10. Пожаробезопасность микросхем контролируют испыта­

ниями на способность вызывать горение и на горючесть по мето­
дам, указанным в стандартах, утвержденных в установленном по­
рядке.

(Введен дополнительно, Изм.-ЛЬ 1).

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. М а р к и р о в к а  м и к р о с х е м  — по ГОСТ 25486—82 
и н а с т о я щ е м у  с т а н д а р т у

3.1.1. На каждой микросхеме должны быть отчетливо нане­
сены:

товарный знак (код) предприятия-изготовителя;
обозначение типа (типономинала) микросхем;
дата изготовления (год, месяц) или код;
обозначение первого вывода микросхем, если он не указан 

другим способом;
розничная цена (при поставке в торговую сеть, если позволяют 

габаритные размеры микросхемы);
порядковый номер сопроводительного листа (допускается на­

носить на дно корпуса и/нли на сопроводительную документацию, 
и/илн на тару (потребительскую, индивидуальную или групповую).

Состав сокращенной маркировки и код устанавливают в стан­
дартах или технических условиях на микросхемы конкретных ти­
пов.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I, 3).
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3.1.2. Если габаритные размеры и конструкция микросхем не 
позволяет наносить маркировку непосредственно на микросхему, 
то маркировку наносят на индивидуальную или групповую тару, 
что указывают в стандартах или технических условиях на микро­
схемы конкретных типов.

3.2, У п а к о в к а
3.2.1. Упаковка микросхем должна соответствовать ГОСТ 

23088—80.
Необходимость применения упаковки, обеспечивающей защиту 

микросхем от зарядов статического электричества, указывают в 
стандартах или технических условиях на микросхемы конкретпых 
типов.

При реализации через торговую сеть количество микросхем в 
потребительской групповой таре должно соответствовать одному 
из значений ряда: 5, 10, 20, 40, 50, 100, 200 шт. Конкретные зна­
чения указывают в стандартах или технических условиях на мик­
росхемы конкретных типов.

Упаковка микросхем, предназначенная для автоматизирован­
ной сборки аппаратуры, должна соответствовать требованиям 
стандарта, утвержденного в установленном порядке.

3.2.2. Состав элементов упаковки (потребительская тара, ин­
дивидуальная или групповая, дополнительная тара, транспортная 
тара) устанавливают в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов.

Потребительская тара, индивидуальная или групповая, допол­
нительная тара, транспортная тара, детали и материалы, приме­
няемые для упаковывания микросхем, должны соответствовать 
утвержденной конструкторской документации.

3.2.1, 3.2.2. (Измененная редакция. Изм. ЛЬ I).
3.2.3. Конструкция упаковки микросхем должна допускать воз­

можность изъятия из групповой тары части микросхем с сохране­
нием защитных свойств этой тары для оставшейся части микро­
схем.

3.2.4. К упакованным микросхемам должны быть приложены 
этикетки по форме, приведенной в стандартах, утвержденных в 
установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2.5. Маркировка тары должна соответствовать ГОСТ 

24385—80. При реализации микросхем через торговую сеть на 
транспортной таре с торцевой стороны любым способом должны' 
быть нанесены данные, содержащиеся в упаковочной ведомости.

3.2.6. При упаковывании, микросхем в несколько единиц транс­
портной тары, поставляемых в один адрес, тару нумеруют дроб­
ным числом: в числителе указывают порядковый номер тары, в 
знаменателе — общее количество единиц тары. В тару, пронумеро-
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ванную первым номером, должна быть вложена свободная ведо­
мость или инструкция по упаковыванию и изъятию микросхем из 
упаковки. Сводная упаковочная ведомость должна содержать все 
данные, приведенные в упаковочных ведомостях каждой единицы 
транспортной тары, з также число единиц транспортной тары и 
общее число микросхем (по типам).

3.2.7. Транспортная тара с упакованными микросхемами перед 
ее закрытием должна быть проверена техническим контролем.

. При нарушении требований к упаковыванию, микросхемы под­
лежат переупаковыванию.

3.2.8. Упаковка микросхем должна обеспечивать автоматиза­
цию и механизацию процесса сборки (монтажа) узлов и блоков 
аппаратуры, если такое требование указано в стандартах или 
технических условиях на микросхемы конкретных типов.

3.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е  и х р а н е н и е
3.3.1. Транспортирование микросхем—по ГОСТ 23088—80.
3.3.2. Хранение микросхем—по ГОСТ 21493—76.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Применение микросхем (установка, пайка, зашита от воз­
действия статического электричества и т. д.) следует осуществлять 
в соответствии с руководствами по применению, утвержденными 
в установленном порядке и указаниями, содержащимися в настоя­
щем стандарте и стандартах нлн технических условиях на микро­
схемы конкретных типов.

Входной контроль способности микросхем к пайке предприя­
тие-потребитель проводит методами, приведенными в разд. 2, по 
планам контроля, установленным для периодических испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. (Исключен, Изм. ,\Ь 3).
4.3. Надежность микросхем в аппаратуре обеспечивается не 

только качеством самих микросхем, но и:
правильным выбором условий эксплуатации микросхем и их 

соблюдением;
правильным выбором электрических режимов работы микро­

схем н их соблюдением;
строгим соблюдением правил монтажа микросхем в аппара­

туре, исключающим тепловые, электрические и механические по­
вреждения микросхем;

строгим соблюдением правил и методов измерений электричес­
ких параметров;

строгим соблюдением всех указаний по применению и эксплуа­
тации конкретных типов серий и4типов микросхем, приведенных в 
стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных
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типов и руководствах по применению на микросхемы конкретных 
типов.

4.4. Запрещается превышение предельно допустимых электри­
ческих режимов эксплуатации. Применение микросхем в условиях 
и режимах, не предусмотренных стандартами или техническими 
условиями на микросхемы конкретных типов, допускается только 
после согласования в установленном порядке.

4.5. Исходными данными для выбора типа микросхем, режи­
мов и условий их эксплуатации при проектировании аппаратуры 
являются:

нормы электрических параметров микросхем при приемке (по­
ставке) ;

нормы электрических параметров микросхем в течение нара­
ботки;

значения гарантийной наработки и срока сохраняемости; /
предельно допустимые электрические режимы и условия экс­

плуатации микросхем;
зависимости электрических параметров от режимов и условий 

эксплуатации.
4.6. Электрический режим микросхем рекомендуется снижать 

по сравнению с предельно допустимым электрическим режимом 
эксплуатации, указанном в стандартах или технических условиях 
на микросхемы конкретных типов, при этом клпматичесхне и ме­
ханические нагрузки должны быть уменьшены.

(Измененная редакция, Изм. 1).
4.7. Расчеты конструирования аппаратуры должны произво­

диться таким образом, чтобы при замене в ней любой микросхемы 
на однотипную удовлетворялись требования соответствующих тех­
нических условий на аппаратуру. Отбор микросхем но каким-либо 
параметрам не допускается.

4.8. Во всех случаях применения микросхем рекомендуется 
принимать меры, обеспечивающие минимальную температу ру кор­
пуса микросхем (например, улучшение вентиляции, рациональное 
размещение приборов в блоках, применение теплоотводящих пане­
лей и экранов).

4.9. Микросхемы в блоках аппаратуры (кроме бытовой ради­
оэлектронной аппаратуры) рекомендуется покрывать лаками, 
обеспечивающими лучшую работоспособность микросхем а усло­
виях повышенной влажности, при этом должна предусматривать­
ся герметизация блоков, обеспечивающая защиту микросхем от 
воздействия факторов тропического климата, соляного тумана и 
инея.

(Измененная редакция, Изм. Лв 3).
4.10. При испытаниях, измерениях параметров, при монтаже и
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регулировке аппаратуры необходима защита микросхем от воз­
действия статического электричества.

4.11. Режим и условия монтажа в аппаратуре микросхем 
в различных типах корпусов должны устанавливаться в стан­
дартах или технических условиях на микросхемы конкретных 
типов.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом 
групповой пайки или паяльником. Конкретный метод указывают 
в стандартах или технических условиях на микросхемы конкрет­
ных типов.

Число допускаемых перепаек выводов микросхем при проведе- 
'нин монтажных (сборочных) операций указывают в стандартах 
или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. Л» 1).
4.12. Типовые характеристики, определяющие зависимость 

электрических параметров микросхем от режимов и условий их 
эксплуатации, должны быть указаны в стандартах или техничес­
ких условиях на микросхемы конкретных типов или в руководст­
вах по применению конкретных серий микросхем (при их на­
личии).

4.13. Дополнительные указания, связанные с особенностями 
эксплуатации микросхем конкретных типов, устанавливают в стан­
дартах или технических условиях на микросхемы конкретных ти­
пов и в руководствах по применению конкретных серий микро­
схем (при их^наличии).

S. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие микросхем требова­
ниям настоящего стандарта при соблюдении режимов н условий 
эксплуатации, правил хранения и транспортирования, установлен­
ных настоящим стандартом.

Гарантийный срок хранения — 6, 8, 10 лет со дня изготовления 
в соответствии с п. 1.6.2.

Гарантийная наработка — не менее 25000 ч для гибридных 
микросхем и не менее 50000 ч — для остальных микросхем со дня 
ввода в эксплуатацию в соответствии с п. 1.6.1.1.

Гарантийный срок эксплуатации при поставке в торговую 
сеть— 12 мес со дня розничной продажи в пределах гарантийного 
срока хранения.

(Измененная редакция, Изм. JVt I).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРОТЕРМОТРЕНИРОВКИ ПРИ СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ПО ГОСТ 18725-83 (КРОМЕ
МИКРОСХЕМ. ИДУЩИХ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 

ПРИЕМНИКОВ)

1. На этапе проведения установочной партии и в серийном производстве 
произвольная выборка типа микросхем, согласованного с Госприемкой, но не 
менее 400 шт., изготовленных и предъявленных к приемке, после проверки иод 
контролем Гослрнемхн статических параметров н функционирования и нормаль* 
пых условиях (НУ), подвергается электротермотренировкс (далее ЭТТ) продол­
жительностью 168 ч с измерениями электрических параметров после 0. 24. 48. 72. 
96. 120. 144. 168 г тренировки и результаты фиксируются в протоколе. Допуска­
ется чередование типов микросхем.

2. На основе результатов, полученных по п. 1, определяют оптимальное (для 
каждой группы типов) время ЭТТ.

3. Оптимальное время ЭТТ устанавливают на ступень выше времени, при 
котором был зафиксирован последний отказ микросхем, кроме крайних значе­
ний из ряда, установленных в п. 1.

Например:
1. Последний отказ микросхемы был зафиксирован после 72 ч проведения 

ЭТТ. Измерение параметров при последующих измерениях не выявило отказов. 
Оптимальное время ЭТТ устанавливается равным 96 ч.

2. Отказы во время ЭТТ нс зафиксированы. Время ЭТТ устанавливают рав­
ным нулю.

4. С целью контроля установленного оптимального времени ЭТТ ежеквар­
тально партию микросхем, определенную в соответствии с п. 1. от каждой груп­
пы типов а объеме не менее 400 ш г, подвергают ЭТТ продолжительностью 168 ч 
с промежуточными измерениями статических параметров и функционирования 
после 0. 24. 48, 72. 96. 120, 144. 168 ч. Контроль проводится совместно с Госпри­
емкой (при се наличии).

В случае, если при проведении контрольных испытаний будут обнаружены 
отказы во времени, превышающем установленное оптимальное время ЭТТ. то 
продолжительность ЭТТ увеличивается а соответствии с п. 3 данной группы 
типов микросхем.

В случае, если при проведении двух последовательных контрольных испыта­
ний будут зафиксированы отказы во времени, меиьшем, чем установленное по 
п 3. то времн ЭТТ для данной группы типов уменьшается и устанавливается в 
соответствии с п. 3.

5. Все изделия, отказавшие во время ЭТТ. анализируют совместно с Госпри­
емкой (при ее наличии) для разработки необходимых мер по исключению при­
чин появления дефектов.

6. В случае, если г.ри анализе отказавших микросхем будет установлено, что 
причины отказа не связаны с воздействием ЭТТ, а обусловлены нарушением ра­
боты оборудования, воздействием зарядов статического электричества и пр.. то 
в протоколах испытаний производит необходимую отметку, и эти отказы при 
принятии решения не учитываются.

7. К протоколам испытаний прикладывают протоколы анализа отказов, 
проведение которого предусмотрено п. 5 настоящего приложения.

8. Протоколы испытаний подписывают главный инженер предприятия—изго­
товителя микросхем и начальник Госириемки
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 . Утвержден и введен в действие Постановлением Государствен­
ного комитета СССР по стандартам от 5.10.83 N5 4767

2. Срок проверки 1994 г. Периодичность проверки — 5 пет

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 299—76

' 4. Взамен 18725—73

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О А ф ч и а ч г н н с  П Т Д .  и д  м о т о р ы )  
д а н е  с с ы л к а

Н о м е р  п у а к т а ,  г о д п у и к т а

ГОСТ 8 002 86 2.1.45
ГОСТ 9.008—72 2.1.3.2
ГОСТ 9.032—74 2 133
ГОСТ 9301—86 2.1.3 Л
ГОСТ 20 57 406—81 2.3 1
ГОСТ 8865-87 2.2.2 2
ГОСТ 15150—69 Вводная част».
ГОСТ 17021-88 2.2.4 9. 2.2.6
ГОСТ 17230-71 1.3.5
ГОСТ 17467 -88 1.2 1. 2 2.2.2. 2.2.4.1
ГОСТ 18242-72 2 2 36
ГОСТ 21193 76 1.6.2. 2.2.6, 2.3.7. 3.3.2
ГОСТ 23088-80 2 3 9. 3.2.1. 3 3.1
ГОСТ 23135-78 Вводная часть

. ГОСТ 24385-80 3.2 5
ГОСТ 25359-82 1.6.1. 1.6.1.2. 2.2.5. 2.3.6
ГОСТ 25360 -8 2 2 2. 2 2.1. 2 2.4.7
ГОСТ 25467 82 1.2.5. 4.2
ГОСТ 25480—82 2.3.8, 2.3.62, 3.1

6. Переиздание (август 1991 г.) с Изменениями Не 1, 2, 3, 4, ут­
вержденными в марте 1986 г., январе 1987 г„ августе 1988 г., 
апреле 1990 г. (ИУС 6—86, 4—87, 12—88, 9—90)

7. Срок действия продлен до 01.01.95 Постановлением Госстан­
дарта СССР от 07.06.89 № 1468
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